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ゲルマニウム(Ge)とヒ素(As)の化学量論組成比(V/IV)が 1の化合物(GeAs)は、安定な層状物質で

あり正孔が電気伝導を担う p 型半導体である[1]。そのため、導電制御に関する汎用的な手法が確

立されていない二次元物質において新たな材料の選択性を与えうる[2]。しかし、GeAs は 100 nm

以下に薄膜化にすることにより、接触抵抗の極端な増加が示唆される[3]。前回の講演会において、

過酸化水素水による GeAs の酸化と純水によるその酸化膜除去の素子作製工程を提案し、その接

触抵抗を悪化させない層数制御手法について報告した[4]。しかし、薄膜化した際の層数の制御性

能が向上できず、数層単位での制御には不向きであった。本報告では、前述した工程に加えて酸

素雰囲気下において GeAs を加熱し表面酸化を行う事で薄膜化後の精密な層数制御について検討

した。 

GeAs膜の作製には、固体原料を用いた物理気相輸送法を用いた[2, 3, 4]。作製した GeAs膜をサ

ファイア基板上に転写し、フォトリソグラフィとリフトオフ工程により金の二端子電極を面内方

向に沿って付与した。作製した素子は希釈した過酸化水素水に入れて膜表面を酸化し、純水によ

って酸化物を除去することで GeAs膜を薄膜化した。この工程によって GeAsと Au電極の接触部

分を厚膜に維持しながらチャネル部の薄膜化を実現した（図 1左）。 

その後、GeAs 薄膜を酸素雰囲気下において 350 °C で二時間加熱し表面を再度酸化させ、純水

により酸化膜の除去を行うと微少な膜厚の減少を実現した(図 1右)。この工程において、チャネル

部の膜厚の減少に伴う接触抵抗の大幅な増加は見られず、さらなる GaAs の薄膜化技術として有

用であることが示された(図２)。 
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Fig.2 oxidation process  Fig1 Film thickness depending on H2O2 and 

thermal oxidation times. 

Fig.2 Film thickness dependence of 

resistivity before and after oxidation. 
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